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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭКРАНИРОВАННОЙ 
НЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОЛОСКОВОЙ л и н и и

Для расчета волнового сопротивления микрополосковой линии 
передачи предложено [3] использовать метод многократных зер
кальных отражений. Полученные результаты, в частности, позво

ляют определить волновое сопротив- 
у ление экранированной микрополос

ковой линии (рис. 1). Влияние ме
таллических экранов и диэлектриче
ской подложки на электромагнитное 
поле линии учитывается системой 
зарядов, значение и расположение 
которых определены отражениями 
реального заряда т центрального 
проводника линии от границ ди
электрической подложки (рис. 2, а) 

и верхней земляной пластины (рис. 2, б, в).  Значения отраженных 
зарядов определяются по формулам, приведенным на рис. 2, при
чем К\2~  (є і— Є2) / ( е і + е 2) (єь є2 —  относительные диэлектриче
ские проницаемости сред, относительно границы которых выпол
няется отражение).

При определении напряжения линии используется аппроксима
ция поля центрального проводника функцией комплексного пере
менного [1]

w =  v +  /ср — %!(2ш) arccos (г/а) +  с; г =  х +  /г/, (1)

Рис. 1. Исследуемая линия

где v — функция потока; <р — функция потенциала; т — линей
ная плотность заряда полоски; е — относительная диэлектриче
ская проницаемость среды; а —  ширина полоски; с — комплекс
ная постоянная.

Напряжение экранированной линии с однородным диэлектри
ком определяется аналогично работе [3]
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Заметим, что формула (2) может быть использована для ана
лиза симметричной линии (Я = /г , ЄГ— Є2 =  Є).

Суммарное напряжение Ut равно алгебраической сумме напряжений 
(Дп) учтенных отраженных зарядов полоски.
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Рис. 2. Распределение отраженных зарядов полоски линии с двух
слойным диэлектриком:

а — отражения от границ диэлектрической пластины; б — первичные отраже
ния от верхней земляной пластины; в — вторичные отражения от верхней зем

ляной пластины

Рис. 3. Зависимости Z E (кривая / )  и 
еЭф (кривая 2) от расстояния между 
верхней земляной пластиной и под
ложкой. Сплошная и прерывистая 
линии результаты расчета [2]. Точ
ками нанесены значения, полученные 

по формулам (4) и (5)

Для экранированной линии с диэлектрической подложкой напря
жение создается каждой парой зарядов и равно

{ — F  — (2п — 3)h  r f  У [ Р  +  (2п — 3) /г]2 +  а2) X  

X  ( F  +  (2/г—  l )h  +  У [ Р  + ( 2 / г — 1)Л]2 +  а2}и\п) = Г
2яес V  K f r 1 In

П=І
(3 )
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где Т — величина отраженного заряда; Е  — расстояние от полос
ки до отраженного заряда.

Сравнивая линии с однородным и слоистым диэлектриками, 
определим выражение для эффективной диэлектрической проница
емости исследуемой структуры из равенств (2 ), (3 ).

еЭф •= є (t/0/£/j) (4)

и волнового сопротивления

г» =  ((10"-Ч/зчЦеэф. (5)

На рис. 3 приведены зависимости Za (кривая 1) и еЭф (кри
вая 2) от расстояния между верхней земляной пластиной и под
ложкой, полученные в работе [2 ] . Значения указанных величин, 
полученные по формулам (4) и (5 ) , представлены точками. Сов
падение полученных значений с известными подтверждает, что 
разработанный метод может успешно применяться для исследова
ния слоистых полосковых структур.
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